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１．概要（Summary） 

弊社においては，シリコンウェハの再生（リサイクル）事

業を行っている。再生加工プロセスを行う上でシリコンウェ

ハの最表面の欠陥が品質低下の主要因となっている。 

これら欠陥について SEM 観察，EDX 元素分析を行

い，欠陥の情報を正しく得ることで発生原因の特定制度

が上がり，対策案を講じることが可能となる。 

 欠陥の分析，発生原因の特定，対策を進めることで，シ

リコンウェハの再生事業のさらなる品質向上，改善を進め

たい。 

 

２．実験(Experimental) 

・利用した主な装置 

熱電子 SEM, EDX, 大口径 AFM 

・内容 

(1) シリコンウェハ表面欠陥の観察 

(2) シリコンウェハ欠陥箇所の EDXによる元素分析 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 シリコンウェハ表面の欠陥に関して寸法，形状，周辺状

態等の情報を数万倍の倍率で観察した。観察の結果，こ

れまで弊社で解析できていなかった再生プロセスの手法

の違いによる欠陥の発生状態の違いが明らかになり、再

生プロセス手法の改善の手掛かりとして有用な情報が得

られた。 

該当の欠陥に対して、EDX による元素分析を実施した。

シリコンウェハ表面の欠陥のEDX分析中の SEM観察像

の 1 例を Fig. 1 に示す。シリコンウェハ表面上の欠陥の

EDX 分析を行うことで，Si 以外の元素の有無，その同定

を行うことができた。欠陥の元素を特定し，正しい情報を

得ることで，発生原因の特定に非常に効果があった。 

 

 

Fig.1  SEM for EDX analysis of the defect on 

reproduction wafer  
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